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Abstract of EP0418896 



A circuit configuration which is constructed with 
an n-doped buried layer using integrated SBC 
technique, which has a voltage-limiting device, in 
particular a zener diode, and a series resistance, 
and in which the structure forming the resistance 
is enclosed in trough fashion by a p-doped buried 
layer. 
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® Schaltungsanordnung zum Schutz elektronischer Schaltungen vor Oberspannung- 



@ Eine in integrierter SBC-Technik mit ri-dotierter 
Buried-Layer-Schicht ausgefuhrte Schaltungsanord- 
nung mit einer spannungsbegrenzenden Anordnung, 
insbesondere einer Zenerdiode. und mit vorgeschal- 



tetem Widerstand, bei der die den Widerstand bil- 
dende Stnjktur von einer p-dotierten Buried-l-ayer- 
Schicht wannenformig eingeschlossen ist. 
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Oxidschicht In Kontakt stehen, Dabei verblndet die 
Metallisierungsschicht MSI dio Struktur S1 mit ei- 
nem mit der Eingangsspannung UE beaufschlagten 
Anschlufl und die Metallisierungsschicht MS2 die 
Struktur S2 und die Buried-Layer-Schicht BL2 mit 
einem in Ausgestaltung der Enindung dem Wider- 
stand R2 nachgeschalteten. als Diode in DurchlaB- 
rlchtung betriebenen Transistor Q2. 

Damit erweitert sich die bekannte Anordnung 
gemSB FIG 1 zum einen um den zwischen Wider- 
stand R2 und dem Koilektor des Transistors Q1 
geschalteten Transistor Q2 und zum anderen um 
eine in Reihe zum Widerstand RB und der Diode 
01 liegende zweite Diode D2 in Sperrichtung sowie 
um eine zweite Zenerdiode Z2 in Durchlafirichtung. 
Die begrenzte Eingangsspannung. liegt als Span- 
nung US da bei am Koilektor des Transistors Q1 
an. 

Die Erfindung ausgestaltend ist auch der Tran- 
sistor Q2 in gieicher Weise wie der zweite Wider- 
stand R2 mit einer p*-dotierten Buried-Layer- 
Schicht umgeben. und somit auch mit einer hohe- 
ren Bngangsspannung belastbar. 

In FIG 3 der Zeichnung ist der Verlauf des 
Elngangsstromes E der Anordnung gemafl FiG 1 
ohne Last in Abhangigkeit von der Eingangsspan- 
nung UE dargestellt. Bei positiver Eingangsspan- 
nung UE ist der Eingangsstrom E fur Werte kleiner 
der Zenerspannung UZ1 der ersten Zenerdiode Z1 
annahernd gleich Null. fUr Werte zwischen der Ze- 
nerspannung UZ1 und einer Isolationsspannung Ul 
proportional zur Eingangsspannung UE in Abhan- 
gigkeit R1 und RB und darQber hinaus stell anstei- 
gend. Fur negative Werte der Bngangsspannung 
UE kleiner als die Zenerspannung •UZ2 der zweiten 
Zenerdiode Z2 Ist der Eingangsstrom E annahernd 
gleich Null und steigt daruber hinaus abhangig 
vom Bahnwiderstand RB proportional zur Ein- 
gangsspannung UE an. 

Daraus laflt sich zum einen der Vorteil ableiten, 
daB der mit der Eingangsspannung UE beauf- 
schlagte Anschlu/J der Schutzschaltung bis zu ei- 
nem Wert belastet werden kann, der gleich der 
Zenerspannung UZ1 und der Isolationsspannung Ul 
ist. well das Epitaxiegebiet, das den zweiten Wider- 
stand R2 enthalt zweifach vom Substrat ST isoliert 
ist. Der zulassige Eingangsspannungsbereich er- 
hoht sich somit um die Isolationsspannung Ul. Zum 
anderen Ist der Vorteil erkennbar. dafi eine Verpol- 
sicherheit durch die zweite Zenerdiode Z2 und 
dem Transistor Q2 errelcht wird. und da/3 dabei 
negative Uberspannungsspitzen uber die Serlen- 
schaltung der ersten Diode D1 . der zweiten Diode 
D2. der zweiten Zenerdiode Z2*und dem Wider- 
stand RB abgeleitet werden. Damit wird auch eine 
Zerstorung des gegenuber Spannung empfindli- 
chen Transistors Q2 verhindert. 



Anspriiche 

1. Schaltungsanordnung zum Schutz einer elektro- 
nischen Schaitung vor Uberspannung mit einer 

5 spannungsbegrenzenden Anordnung (R1. Ql, Z1). 
insbesondere mit einer Zenerdiode (Z1). und eInem 
vorgeschalteten Widerstand (R2), 
dadurch gekennzeichnet, dai3 die Schaltungsan- 
ordnung in integrierter Standard-Buried-Collector- 

10 Technik mit n-dotlerter Buried-Layer-Schicht aus- 
gefuhrt ist und da/3 die den Widerstand (R2) bilden- 
de Struktur (31. S2. C) von einer p-dotierten 
Buried-Layer-Schicht {BL2) wannenformig ein .ge- 
schlossen ist. 

15 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 . 

gekennzeichnet durch eine Diode (Q2) in Durch- 
laflrichtung zwischen Widerstand (R2) und span- 
nungsbegrenzender Anordnung (R1. Ql, Z1) eine 
Diode (Q2) in Durchiai3richtung. 

20 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet dafl die die Diode {Q2) 
bildende Struktur ebenfails von einer p-dotierten 
Buried-Layer-Schicht wannenfomiig eingeschlos- 
sen ist. 
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